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[序論] 
Ⅲ-Ⅴ族化合物を用いた量子ドット 2次元配置は、レーザや太陽電池など量子効果デバイスとし

て大きな注目を浴びている。現在、この量子ドットの作製にはボトムアッププロセスが広く用い
られており、これまでに分子線エピタキシー（MBE）法による作製など、様々な研究報告がなさ
れている。しかしながら、現在ボトムアッププロセスを用いて任意にサイズの制御された量子ド
ットアレイを作製することは困難である。これまでに我々は金属を内包したタンパク質の自己組
織化能を用いたバイオテンプレート技術[1]と、ダメージフリートップダウンプロセスである中性
粒子ビームエッチング[2]を融合することで、GaAs ナノディスクを含んだナノカラムを作製する
ことに成功し、そのナノディスクの厚さを小さくすることでフォトルミネッセンス（PL）の発光
波長がブルーシフトする量子サイズ効果を観測している[3,5]。本研究では、GaAs ナノディスク
の直径制御とその直径に依存した PLを観測したので報告する。 
 [実験] 

GaAs-cap/AlGaAs/GaAs-QW/AlGaAs/GaAs 構造のサンプルの表面に中性粒子ビーム酸化膜を
形成し、PEGフェリチンを配置した。次にフェリチンのタンパク質を除去し、水素ラジカル処理
で表面の酸化膜除去を行った。本研究ではこの水素ラジカル処理の時間によって GaAs ナノディ
スクの直径の制御を行った。中性粒子ビームエッチングを用いて行いナノカラムを作製した後、
原子状水素援用 MBE[4]を用いて AlGaAs/GaAs の埋め込み再成長を行い、（試料）温度 6 K で
PL測定を行った。 
[結果] 
図 1に厚さ 4 nm、直径 15nmの GaAsナノディスク（sample-A）と厚さ 4nm、直径 10nmの

GaAs ナノディスク（sample-B）サンプルの PLスペクトルをそれぞれ示す。ナノディスクの直
径を小さくするとピーク波長がブルーシフトしており、ディスク直径において量子サイズ効果を
確認できた。我々はこれまでにナノディスクの厚さで発光波長を制御できることを報告しており
[3,5]、今回の結果と合わせて GaAsナノディス
クの厚さ・直径の 2種類のパラメータで発光波
長の制御を実現した。 
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図 1 直径制御 GaAsナノディスクの 

PLスペクトル 
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